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OEM:Valvo Transistor BC416 Datasheet

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN BC 4]5

BC 416

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN

speziell fir rauscharme NP-Vorverstlirker
sowie flr Gleichspannungsverstirker

Mechanische Datent

GebhBuse: Kunststoff, S0T-054

MaBangaben in mm.
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Kurzdaten: BC 415 BC 416
Eollektor-Sperrspannung -I.'[:B o = max. 45 50 v
Eollektor<-Emitter-Sperrspannuang - 1CE g = max. a0 45 v
Kol lektorstrom, Scheitelwvert 'IE M= mAX. 100 mld
Gesamtverlustleistung bei 'L-' - -I.E-al‘! Pl-ut = BAX. 240 W
Sperrschichttemperatur *.J = BAX. 125 qc
KurzschluB-Stromverstlirkung
bei -[-EE = 5V, -l{: = 2 mA [} = 125, ..900
Transit-Frequenz
bei -[’E,E =5V, "](.‘ = 10 mA rT - 200 MHz
Raunschzahl
bei 'I‘PI:I'. =5V, -lc = 200 pA
und = 30...15000 He F - 1,2 dB
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Bc 4]5 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

BC 416

Absolute Grenzwertes (gliltig bis &) .“}

Eollektor-Sperrspannung bei I.l = 03
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei Il = O
Emitter-Sperrapannung bei IG = 01

Eollektorstrom, Scheitelwert:
Basisstrom, Scheitelwert:

Sperrschichttemperatur:
I..-;-i rungstemperaturs

Wiirmewiderstand

gwischen Sperrschicht und Umgebung:

Kennwerte: (bai IIJ = 28°¢) BC 415 A
BC 416 A
Gleichstromverstirkung
bei -IJ“ =0V
>
und -1, = 10 wA: B = 90 (= 40)
und -1, = 2 mAs B = 180(110-220)

Vierpol-Keeffizienten
bei -U__ = 5V,

'I{: = 2 md,

1 w 1 kHe:
KEurzschlug-
Eingangsviderstand s b
Leerlanf- _
Spannungsrilckwirkung: hlh 1,6 = 10
Kurzschlul-
Stromverstiirkung:
Leerlauf-
Ansgangsleitwert: hll .

lle
4
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n

21«

18 [5 30)

2,7(1,6-4,5)

220(125-260)

BC 415 BC 416
..tl'_u- g = maX. 45 B0 W
*Uﬂ o ® max. a0 45 v
-IJlB 0" BmAX. B v
-1': H" max. 100 mA
-l' N mAx. 20 ml
8, = max. 125 *c
o = min. -85 "o
b = max. 125 ’c
£

Ry p ® 0,33 grd fuW
BC 415 B BC 415 ¢

BC 416 B BC 416 C

190 {2 100) 270 {Z 100)
200(200-450) 520(420-800)

4,5(3,2-8,5) 8,7 (6-18) k@

4 4

2 - 107 3 - 10
330(240-500) 6o00(450-900)

30 (S 80) 60 (£ 110) us
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN Bc 4]5

BC 416

Hmirtel !ﬂ!‘lllt'lll“l (bei IJ - 25.13}

Kallektor-Reststrom <

b i -UCB = 30 WV, Ip = 0: -I':n o ® 15 nA
Emitter-Reststrom ¢

bei -U“ =4V, 1{: = 0: -Iﬂ o * 15 nd
Esllektor-Emitter-Restspannung ¢

bei -1, = 10 mA, -1y = 0,5 mA: “Ueg aat ® ] {: 3o00) m¥

bei -I, = 100 mA, ;In = 5 mAt Uk sat ® 200 {: 600) ]

bei -IE = 10 md: ) -Ul'.‘.] sat ™ 280 (= B0O0) V¥
Basisspannung

bei -IC = 10 mA, -ln = 0,5 mA: vU“ ot = T00 m¥

bei -IG = 100 mA, —IB = 5 mhi -l'.l'Bl sat ® 900 mV

bei -U.p =5V, -1, = 10 pA: :} “Upy = 520 u¥

bei Uy = 5V, -1, = 100 pA: 2] _r = 560 mV

bei ~Uyp =8V, I, = 2 mAs °) ~Upp = 620 (600...750) mV
Transit-Frequenz

bei 4“!:! = 5 W, -IE m 10 mA: fT = 200 MH=
Eollektorkapazitit

bei 'UEB = 10 V, IE = 0, f =1 MHz: L‘c = 4,5 pF
Rauschzahl

bei -lJc: = 5V, -lc = 200 pA,

R, = 2 k8, f = 30...15000 Hz: F - 1,2 (& 2) dB

Iqui'",'ltn“q. auf die Basis
bezogene Rauschspannung

bei -UGI = 5V, -lc = 200 pi, . .

l‘ m 2 k@, f = 10...50 Hz: ) Ur asg ° 0,11 pv

‘1 flir die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt
-I.IGE =1V, =1, = 11 mA geht

%) a(-ugg) /a8, ~ -2 w¥/gra
3
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